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Отказ интегральных микросхем (ИМС) может происходить из-за 

воздействия мощного СВЧ излучения. Это обусловлено прожогом 
проводящих пленок или активных микроструктурных элементов. При 
этом большинство исследователей считают, что механизм прожога – 
антенный [1]. Расчеты, приведенные в [2], показывают, что в металло-
диэлектрической структуре (МДС), которая является моделью ИМС, 
наряду с антенным механизмом, может проявляться и механизм, свя-
занный с конечной проводимостью пленок (скин-эффект). 

Целью работы является численный расчет поверхностных токов на 
металлической пленке при воздействии электромагнитного излучения 
в прямоугольном волноводе. 

Для численного расчета значения тангенциальных составляющих 
магнитного и электрического полей на поверхности проводящей 
пленки, в пленке и диэлектрической подложке, которые наводятся на 
проводящей пленке МДС при воздействии электромагнитного излуче-
ния СВЧ диапазона, применялся прямой численный метод конечных 
элементов. 

Полученное распределение поверхностного тока показывает, что, с 
одной стороны, ток концентрируется в середине проводящей пласти-
ны, с другой стороны – имеют место «краевые эффекты».  А именно,  
увеличение амплитудного значения тока на торцах пленки. Многочис-
ленные эксперименты и сравнение с результатами моделирования в 
стандартных пакетах трехмерного моделирования, подтверждают 
адекватность численной модели. 
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